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HS1205是内置 850V（Vcbo）功率三极管的系列高性能的交流/直流低功耗原边反馈控制芯片，采用

脉冲频率调制（PFM）建立非连续导电模式（DCM）的反激式电源，内置 QR 模式。 

该芯片提供精确的恒定电压，恒定电流（CV / CC）无需光耦合器和二次控制电路调节。消除了环路补偿

电路的需要，同时保持良好的稳定性。实现良好的调节和较高的平均效率，满足空载损耗小于 75mW。

另有一个专有的电缆压降补偿功能，即输出线损补偿。线损补偿量可随 FB 分压电阻阻值来调节，最

大补偿量为输出电压的 12%，可有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。主要应用于手机、无绳电话、

PDA、MP3 和其他便携式设备等的适配器；电池充电器；LED 驱动电流；备用供电电源；线性电源和 RCC

开关电源的升级换代。 

特点

适用5V/1A应用，满足六级能效； 

<75mW 待机功耗；

谷底导通技术（QR 模式），提高整机效率 

内置高压三极管；

随机频率抖动调制减少系统电磁干扰；

开路保护；

过压保护；

短路保护；

过温保护；

线损补偿；

采用 SOP-7 封装。
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典型应用

图 1 : HS1205 典型应用电路 

管脚排列

Pin Pin Name Description 

 
1 VCC 

VCC 引脚为集成电路提供电源。为了得到的 IC 的正确的操作，

一个低 ESR 电容器应置于尽可能的 VCC 引脚。

2、3 FB CV 和 CC 的调节是基于该引脚电压采样的实现。 

4 E 内置功率三极管的发射电极 E。 

5、6 C 内置功率三极管的集电极 C。 

 
7 GND 

GND 引脚是 IC 的地。当功率晶体管是关闭时，快速反向下沉电 

流会从这个引脚流向 BJT 门。要注意 PCB 布局。

H
S1205 

 VCC

FB 

FB 

E 

C 

C 

GND 

 

 

 

华芯微电子有限公司
Futursemi Electronics Co,.LTD

 
 

 

 

第 2 页 共 6 页 版本 V2.0www.futursemi.com



 功能框图 

 

  极限参数 

参数 符号 参数 单位 
 

电源电压 

 
VCC -0.3 to 30 

 
V 

 

CS 电压 

 
Vcs -0.3 to 7  

 
V 

 

FB 电压 

 
VFB -40 to 8.5 

 
V 

 

工作结温 

 
TJ 150 

 
ºC 

 

储存温度 

 
TST -65 to 150 

 
ºC 

 

管脚温度（焊接时） 

 
TLEAD 300 

 
ºC 

 

热阻 

 

θJA 250 
 

ºC/W 
 

ESD (人体模式) 
 

2000 
 

V 

注：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。 
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 电参数 

除非另有指定，Vcc=15V，Ta=25℃ 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 

启动电压 Vst Vcc上升 14 15.5 17 V 

欠压保护 Vuvlo Vcc下降 4.5 5.0 5.5 V 

启动电流 Ist Vcc=Vst-1V  0.2 0.2 uA 

工作电流 Icc   500  uA 

输出驱动 

源电流 Isource  30 35 40 mA 

陷电流 Isink  450 500 550 mA 

CS电流采样 

采样阈值1 Vcs1   500  mV 

采样阈值2 Vcs2   330  mV 

前沿消隐 Tleb   500  ns 

FB反馈 

FB电阻 Rfb VFB=4V 1 1.6 2 MΩ 

FB电压   3.95 4 4.05 V 

FB保护电压 Vfb_ovp  6.5 7.0 7.5 V 

Line补偿 

输出补偿 Vcomp_line   120  mV 

温度保护 

温度保护点 Tsd   150  ℃ 

温度回差 Thys   30  ℃ 

内置三极管参数 

CE击穿电压 VCBO IC=0.1mA 850   V 

集电极饱和电流 

ICESAT_A IB=40mA  0.35  A 

ICESAT_CA IB=40mA  0.45  A 

ICESAT_C IB=40mA  0.5  A 

ICESAT_D IB=200mA  1.0  A 
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 特性曲线 
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 封装尺寸  
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